
Title (en)
AMORPHOUS SEMICONDUCTOR METHOD AND DEVICES.

Title (de)
AMORPHE HALBLEITERVERFAHREN UND VORRICHTUNGEN.

Title (fr)
PROCEDE ET DISPOSITIFS SEMI-CONDUCTEURS AMORPHES.

Publication
EP 0075007 A1 19830330 (EN)

Application
EP 82901328 A 19820310

Priority
US 24270781 A 19810311

Abstract (en)
[origin: WO8203069A1] Amorphous semiconductors produced to form a wide variety of semiconductor devices, including photovoltaic devices
suitable for solar energy conversion. Films produced by the invention have higher relative quantum efficiencies and sensitivities extending to a
greater range of wavelengths than films of the prior art. According to the process of the invention, reactants, including the selected polysilanes, are
applied to a reaction chamber (260) in the form of an envelope (261). The reaction chamber (260) contains a substrate (262) upon which amorphous
silicon is to be deposited. The reaction chamber (261) has an inlet (263) and an outlet (264). The inlet provides entry for selected polysilanes or a
monosilane-polysilane mixture through a control valve (251) which allows the gaseous mixture to be supplemented by one of more dopant gases
from sources (252) and (255). Positioned below the inlet (263) is a support (265) for a holder (266) of the substrate (262). The substrate holder (266)
is a cartridge heater with a wound ceramic core and a ceramic binder encompassing a resistive element (266r). A manometer (270) is mounted
on the chamber (261) to give an indication of the internal pressure. The temperature of the substrate (262) is monitored by a gauge (not shown)
included in the wiring for the heater (266r). The substrate (262) is typically of glass. In order to make the desired amorphous silicon deposit, the
gaseous mixture G is passed over the substrate, being drawn toward the outlet (264) by the effect of a vacuum pump (not shown). The substrate
(262) is operated at a temperature in the range from about 350`C. to about 500`C. resulting in pyrolytic decomposition of at least a portion of the
gaseous stream G. The decomposition components are indicated by the arrows B shown in dashed line form. The balance of the gaseous mixture,
in the form of an exhaust E is drawn through the outlet (264).

Abstract (fr)
Des semi-conducteurs amorphes produits selon l'invention peuvent etre utilises pour former une grande variete de dispositifs semi-conducteurs, y
compris des dispositifs photovoltaiques appropries a la conversion de l'energie solaire. Des films produits selon l'invention ont des rendements et
des sensibilites quantiques relatives superieures s'etendant sur une plus grande gamme de longueurs d'ondes que les films de l'art anterieur. Selon
le procede de l'invention, des agents de reaction, y compris les polysilanes selectionnes, sont appliques a une chambre de reaction (260) sous la
forme d'une enveloppe (261), La chambre de reaction (260) contient un substrat (262) sur lequel du silicium amorphe doit se deposer. La chambre
de reaction (261) possede une entree (263) et une sortie (264). L'entree permet a des polysilanes selectionnes ou a un melange de monosilanes-
polysilanes d'entrer par l'intermediaire d'une valve de commande (251) qui permet au melange gazeux d'etre complete par un ou plusieurs gaz
dopants provenant de sources (252 et 255). Situe sous l'entree (263) se trouve un support (265) pour un porte-substrat (266) du substrat (262).
Le porte-substrat (266) est un rechauffeur a cartouche avec un noyau en ceramique enroule et un liant de ceramique entourant un element de
resistance (266r). Un manometre (270) est monte sur la chambre (261) pour donner une indication de la pression interieure. La temperature du
substrat (262) est controlee par une jauge (non illustree) incorporee dans le cablage du dispositif de chauffage (266r). Le substrat (262) est fabrique
d'une maniere caracteristique en verre. Pour effectuer le depot desire de silicium amorphe, on fait passer le melange gazeux G sur le substrat,
tire vers la sortie (264) par l'effet de la pompe a vide (non illustree). Le substrat (262) est a une temperature de l'ordre de 350 C environ a 500 C
environ, ce qui se traduit par une decomposition pyrolitique d'au moins une partie du courant gazeux G. Les composants de decomposition sont
indiques par les
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